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[bookmark: _GoBack]Квазидвумерный дисульфид молибдена рассматривается как один из наиболее перспективных полупроводниковых материалов для создания элементов наноэлектроники благодаря уникальному сочетанию механических, электрических и оптических свойств, а также возможностью направленного изменения этих свойств путем различных внешних воздействий, в том числе за счет функционализации поверхности [1]. Поэтому для создания надежной технологии плазменной обработки подобных ультратонких пленок необходим тщательных анализ эффектов, возникающих в них под действием радикалов и ионов плазмы.
В докладе представлены результаты экспериментального и теоретического исследования воздействия плазмы различного состава (N2/H2/O2) на квазидвумерные образцы MoS2. Показано, что обработка атомами вызывает модификацию тонкого приповерхностного слоя, а воздействие ионов даже низкой энергии (до 40 эВ) приводит к частичному удалению верхних слоев, способствуя более интенсивному разрушению пленок. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-00178.
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